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【はじめに】 量子カスケードレーザ（QCL）の活性層は、InGaAs 井戸層と InAlAs 障壁層を交

互に積層した多数の量子井戸構造で構成されている。発光の特性を向上するための構造がいくつ

か提案されている。[1][2]、有機金属気相成長（MOCVD）法では原料ガスの流量制御により組成

の異なる層を数種類積層して複雑な量子構造の作製が可能である。一方、分子線エピタキシャル

（MBE）法は、量子井戸の界面の制御が MOCVD より優れているが、成長時の結晶原料の切り替

え等の制限があり、組成が異なる障壁層の積層は容易ではない。今回、設計上発光層の効率向上

が期待できる高 Al 組成の InAlAs 障壁層を実現するために、InAlAs 層に AlAs の超格子を形成す

る方法を検討し、その結晶特性と発光特性を評価したので報告する。 

 

【実験方法】 一部の InAlAsにAlAs を挿入してQCLを試作し、X線回折により結晶を評価した。

図 1 に伝導体のバンド図の 1 例を示す。平均的な Al 組成を高くするために、InAlAs の前後に

AlAs(0.4 nm)を挿入した。 

 

【結果および考察】 X 線回折測定の回折スペクトルを図 2 に示す。量子構造からのサテライト

ピークが明確に表れており、周期性は良好であった。0 次のサテライトピークの回折角は通常の

QCL での回折角よりも高角側にシフトし、平均的な Al 組成が高くなったことを示した。エレク

トロルミネッセンス評価では、4 m 帯で発光が確認された。また、AlAs を挿入したことによる

バンドオフセットについて議論する。 
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図 1 伝導体のバンド図 図 2 X線回折スペクトル 
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